
UKD 621.382.3 

N O R M A BRANŻOWA BN-B7 

ELEMENTY 
PÓŁPRZEWODNIKOWE Tranzystory 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę szczegółowe 

wymagania dotyczęce tranzystorów krzemowych n-p_n ma-

łej mocy wielkiej częstotliwości wykonanych technolog i ę 

epi taksjalno-planarnę typu BF 197 w obudowie plastykowej 

przeznaczonych do sprzętu powszechnego użytku oraz urzę-

dzeń wymagajęcych zastosowania elementaw o 

bardzo wysokiej jakośc i. 

wysokiej 

Tranzystory BF 197 przeznaczone sę do stosowania we 

wzmacniaczach pośredniej częstotliwości i w stopniach nie­

regulacyjnych OTV. Kategori"a klimatyczna dla tranzysto-

rów: 

- standardowej jakości (paz i om jakośc i I) - 40/125/04, 

- wysokiej jakości (poziom jakości III) - 40/125/21, 

- bardzQ wys.okiej jakości (poziom jakości IV) - 40/125/56. 

2, Przykład oznaczenia tranzystorów 

a) standardowej jakości 

TRANZYSTOR BF 197 BN-87/3375-31/10 

b) wysokiej j akości 

TRANZYSTOR BF 197/ 3 BN-87/3375-31/ 10 

cl bardzo wysokiej jakości 

TRANZYSTOR BF 197/4 BN-87/3375-31/ 10 

3, Cechowanie tranzystorów powinno zawierać następu-

3375-31/10 
typu BF 197 

Grupa katalogowa 1923 

al nazwę producenta lub znak fabryczny, 

bl oznaczenie typu,. 

cl oznaczenie dodatkowe dla tranzystorów wysokiej bar_ 

dzo wysoki ej jakoś c i . 

T ranzystory wysoki ej jakości pawi nny być oznakowane 

cyfrę 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakośc i cyfrę 4 

umieszczonę po oznaczeniu t ypu. 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystorów 

wg rysunku i tabl. 1. 

Oznaczeni e obudowy stosowane 

CE 36. 
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jęce da,.e: Obudowa CE 36 

Tabli c a 1 Wymiary obudowy CE 36 • " 

S y mbol 
Wymiary w mm 

S ymbol 
Wymiary w mm 

wymi aru wymia r u I 
min nom max min nom max 

A - - 5,60 e - 2 541) -, 

A
1 - - 7,80 e1 

2,00 - 2,50 

A
2 - - 4,00 e2 1,35 - l , 75 

b
1 - l 6 1) -, j l, 10 - 1,30 

bZ l, 15 - 1,25 L 4,00 - 4,30 

b
3 0,70 - 0,80 L

1 
1,85 - 2, 15 

c O, 17 - 0,22 N
1 

3,20 - -

D - - 7,50 
l, 25 Z - -

E - - 2,30 . 
, 1) lNymiar teoretyczny. '. - - ... -

Zgłoszona przez Fabrykę Półprzewodników TEWA 
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników dnia 15 kwietnia 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1987 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 8/ 1987, poz. 22) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE . .ALFA" 19B7. Druk . Wyd. Norm . W-wa , Ark . wyd. 1.10 Nakł . 2500 +40 Zam. 129B/B7 Ce na zł 36,00 



2 BN-8 7/337!>-31/1 O 

5, Badania w grupie A, B, C i O-wg BN-8q1337!>-31/00. cl badania grupy B, C i O wg tabl. 3, 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A. B. C i O 

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie vJ'ymiaró.w A, D , 

I,E wg r ys unku i tabl. I, 

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie po ba-

daniac h grupy B, C i O wg tabl. 4. 

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 wg tabl. 2, 7. Pozostałe postanowienia _ w g BN-80/337!>-31/00. 

TabliCa 2. Parametry elektryczne podstawowe sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3. A4 i C2 

Metoda 
Wartości graniczne 

Podgrupa 
Rodzaj badania 

Kontrolowany pomiaru 
Warunki pomiaru Jednostka BF 197 

badań pa rametr wg PN-74/ 

T -01504 
min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A2 Sprawdzenie pod- l ark. 05 Vea = 10 V lE = O nA - 100 
stawowych parame_ cao 

trówe lektrycznych 

V(aR )CBO 
ark. 04 lC = 10 IJ.A l = O V 4 0 -E 

V 
(BR)CEO 

1) ark. 07 l = 
C 

7mA lB = O V 25 -

V(BR)EBO ark. 04 lE= 10 /LA le = O V 4 -

h 21E " ) ark. 08 le = 7 mA V ~ 10 V - 40 -
CE 

A3 Drugorzędne para_ h
21E 

1) ark. 08 1e = 20 mA UCE = 2 V - 15 -
C2 metry elektryczne 

V
BE 

ark. 01 lC = 7 mA VCE 
= 10 V V - 0,9 

f T ark. 24 rC = 7 mA 

U
CE

=10V MHz 350 -

f = 100 MHz 

-C l2es 
ark. 23 -[E = 1 mA 

V eE = 10 V pF - 0,35 

f = 1 MHz 

T
bb

, Cc ark. 25 1 = 7 mA 
e 

V CE 
= 10 V ps - 10 

f = 50 MHz 

A4 Sprawdzenie para- 1
CBO 

ark. 05 V
CB 

= lO V 
metrówelektrycz-
nych t amb = 1250 C [ = O 

E 
IJ.A - 50 

(poziom III i IV) 

1) Pomiar impulsowy. t p ~ 300 IJ.s, lJ~2%. 

Tab li ca 3. Wymagania szczegÓłowe do badań grupy B, C O 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagani a szczegółowe 

1 2 3 4 

1 BI, CI Sprawdzenie wytr:;;ymałości mechanic z nej wy - próba Ub, metoda 2' 2,5 N próba Ua . 5N • 1 ' 
prowadzeń 

Sprawdzeni e szcze lności próba QI 



BN-S7j3375- 3 1j l 0 3 

cd. tab l . 3 

L p . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

L p , 

1 

1 

Podgr upa badań Rodzaj badani a Wymagania szczegółowe 

2 3 • 4 

B3, C9 Sprawdzen i e wytrzyma ł ości na s padki swobodne po ł ożenie tranzys tora w czasie spa dani a 

wyprowadzeni am i do góry 

B4, C4 Sprawdzeni e wytrzymałości na udary wie lo - mocowanie za obudowę 

krotne 

T 
o 

Ta 125°C B5, C5 . S prawdzenie wytrzymałości na nagłe zmiany = 55 C; = 
( poziom jakości t emperatury 

A 

I I I i IV) 

B6, C6 Sprawdzenie wytrzyma łości na narażenia układ OB wg PN- 7SjT-01 5 15 t ab l , 5 

elektryczne - I = 
E 

12 mA, U
ca 

= 2 0 V 

C3 

I 
S p r awdzeni e masy wy r obu 0 , 2 g 

C4 Sprawdzenie wytrzymałości na przyspi eszeni a kierunek probierczy; obydwa kierunk i 

stałe wzdłuż osi wyprowadzeń; mocowani e za 
-

obudowę 

Sprawdzenie wytrzymał ośc i na wibracje o sta ł ej 

c zęsto t li wośc i (d la poziomu jakości 1 ) 
mocowanie za obudowę 

Sprawdzenie wy t rzyma ł ości na wibracje o zmien 

nej częs t ot l iwości (d la poziomu jakości III i I V) 

C5 Sprawdzen i e wytrzymał ośc i na ci epło l utowan i a temperat ura kępie l i 350°C AQL = 4, 0 

S p r awdz enie wytrzym ałośc i ° C7 na zimno t s t g m i n 
= - 55 C 

(poziom jakośc i 

IV) 

CS Sprawdz eni e wytrzymałośc i na suche goręco t st g 
= 125

0
C 

(poziom j akości 
max 

III i I V) 

C 1 O S prawdzenie wymiarów wg rysunku i t abl, 1 

Dl S prawdzeni e odporności na niskie ciśnienie temperatura narażan i a 25°C 

(poz i om j akości a t mosferyczne 

III i I V) 

D 2 Sprawdzenie wytrzyma ł ośc i na roz puszcz a l niki alkohol ety l owy , aceton; sprawdza n e wy-

miary A , D i L wg tab l , 1 i rysunku; 
masa tranzystora 0,2 g 

D 3 S pra wdzenie pa l ności pa l ność zewnętrzna 

D4 Sprawdzenie wytrzyma łośc i na pleśń brak poros tu p l eśni po badaniu 

D5 S p r awdzenie wytrzym ał ości na mgłę so l nę polożenie tranzystora dowo lne 
, 

T ab li ca 4, P arame t ry e l ektryczn e sprawdzane w czasie p o badaniach grup y B, C D 

(poziom " II I i....!.Yl 

--

Wartości grani czn~ 

O znaczeni e 
Metoda pom i aru 

l i t e r o we 
wg P N -74jT-01504 

Warunki pom i aru P o d grupa badań Jednostka BF 19 7 

parametru 
mi n max 

2 3 4 5 6 7 S 

I e BO 
ark, 05 U = 10 V ,I

E
= 0 Bl , CI, B 3, B4, B5, 

nA 100 CB -
C 2, C 4, C 5 , C 7, C9 , Dl 

8 6, C 6 , CS nA - 500 

C2i ) p.A - 50 



4 BN_ S 7j 3375-3 1 j l O 

cd tab l 4 

I Warto ści gr ani c zne 

Oznac zenie Me t od a pom i aru War unk i pomi aru Podgr upa badań J e dno s tka 
Lp. lit erowe wg PN-74j T - 01S0 4 BF 197 

parametr u . . 

m i n max 

1 2 3 4 5 6 7 S 

2 h
21E 

2) 
ark. OS I C = 4 mA B " 

B 3 , B4, 8 5, C I , 
C2, C4, CS, · C7, C9 - 4 0 -

U
CE

= 10 V 

B6, C6, C S - 3 2 -

C21) - 20 -

1) W cz a s ie bada n ia . 

2 )Po mia r imp u ls o wy t p ~ 300 Jl- s f h ~ 2% . 

I 
K O N IE C 

INFORMACJE DODATK O WE 

" Instytuc ja oprac owujaca normę - Naukowo - Produk cyj­

ne Cent r um Półpr zęwodni ków - F abryka Półprzewodni ków 

T EWA , Wars zawa u l . Ko marowa 5. 

2 . Normy zw i ązane 

P N- 7 4jT-01504j Ol T ranz ys tory. P o m ia r h
2 1E 

nap ięcia 

U
BE 

PN- 74j T - OI S04j 04 Tranzystory . P omiar napi ęć prze bi_ 

c ia U ( B R )C BO U(BR ) E B O 

PN- 74j T-01S04 j 0 5 Tranzys to r y . P o mi ar p r ę dów wstecz-

nych I c ao I EBO 

PN- 74j T - OIS04j0 7 T r a nzys t o r y . Po mi ar nap ięć p r z eb i-

cia U ( BR )C E O ' U( BR ) CER ' U( B R)CES' U ( BR )CEX , . 
metodę i mpu I's owę 

PN- 74jT -01 504j08 

i mpu l sowę 

Tranzy s tory . Pomiar h 
2 1 E 

metodę 

PN- 74j T -0 1S04 j 2 3 Tra n zys tory . P o m ia r p a r ametró w [y] 
w z ak r e s i e w . cz . 

PN_74j T _0 1504j 24 T r a nz ys to ry . P omia r mOduł u l h21e I w 

z ak re s i e w . cz . i czę s t o t l i wości f T 

PN-74 jT- 01 5 04j 2S Tranzystory . Pom iar s t ałej cza s owe j 

s przężeni a zwro tnego T bb' C c 

P N _7SjT_ 01 515 El e ment y półprz ewodni kowe. O gó lne wy_ 

ma gania i b adania 

BN- 8 0 j 3 375-31j OO El e me nty półprzewodn i k owe. T ranz y-

s t o r y mał ej mocy w ie lk ie j czę s totli wo śc i. 

i badania 

3, S ymbo l wq KTM - BF 197 - 1 1562 133 16009. 

W yma gania 

4 . Wartości dopuszczalne - wg t ab l. I- I i rys . 1-5. 

5. D ane c ha r akterystyc zne - wg tabl. 1- 2 i r ys . 1_1 .;. 1_8 . 

T abl ica l-l. Wartości dopus z c za lne 

Oznaczenie Wartośc i do-

L p. param e tru Nazwa parame tru Jednos tka puszczalne 
B F 197 

1 U C B O Napięc ie ko lekto r-baza V 40 

2 U
CEO 

Napięci e ko lek tor- em i ter V 25 

3 U Napięcie emi t e r -baz a V 4 
EBO 

4 Ic P ręd k o le ktora m A 25 

I 
5 I

B 
Pręd bazy mA 2 I 

6 P Całkow i ta moc wejściowa (stała lub średn i a) na ws zystkich e lek t r o dac h t ot 
t amb = 2 50 C 

mW 2 50 
prz y 

7 t i T empe r atu r a złęcza Oc 12 5 

8 t sIg T e mperatura p r zechow ywa n i a Oc - 5 5';' + 125 

9 t amb T emperatura otoc zenia w c zas i e pracy Oc -40 ++ 125 
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O znaczenie 
paramet ru 

2 

I
CBO 

U 
(B R)cBO 

V ( BR) C EO 

V (BR)E BO 

h 2 1E 

V B E 

f T 

Tbb Cc 

-C 
12 es 

9 11 e 

I y 2 1 el 

922e 

BOD 

r,. 
(MHz) 

600 

JOD 

400 

300 

200 

tOO 

o 

8F 197 

0.1 

I nformacje dodatkowe do BN-87j33 75- 3 I j I0 

• ~ T ab l ica l 2 D ane charakte r s t yczn e 

Nazwa paramet ru 

3 

P ręd zerowy kolek tora 

Napięcie przeb i cia ko lek t or- baza 

Napięci e przebicia ko lektor- emi ter 

Nap ięc i e p r z ebicia emiter-baza 

Sta t yczny wspó łczynn ik wzmocnieni a 
p rędowego w uk ł adzie w s pó lnego 

emi tera 

Napięci e baza- emiter 

C zęs t ot l iwość g r aniczna 

Sta ł a czasowa sprzężenia zwro tnego 

przy wielkiej częs tot liwości 

Pojemn ość sprzężenia z wrot nego p r z y 
wejściu zwar t ym d la p r zebiegów z m ien. 

nych w uk ł adz i e wspólnego emi t era 

Ma łosygnał owa zwarci o w a konduk t an-

cj a wejściowa w uk ł adzie wspó łnego 

e mitera 

Moduł zwarciowej adm itancji prze-

noszenia wprzód w uk ład zie wspól -

nego emi tera 

Małosygnał owa zwarc i:ow a kon duk t an-

c ja wyjściowa w uk ł adz i e wspó lnego 
emi t era 

tamb :25°C 

/ 

/ 
V 

u[[= tO V 
f = tOD/'1Hz 

l Je (mA) 10 

ISN-87/337S-- 31110-1-11 

Warunki pomi aru 

4 

U
C B

= 10 V, I = O 
E 

I = 10 
C . 

p.A, l = O E 

I C = 7 mA, I
B 

= O 

'E = 10 p.A, Ii::: = O 

I C = 7 mA, U
CE

= 10 V 

1 C = 2 0 mA, UC E = 2 V 

I C = 7 m A , V
CE

= 10 V 

J C = 7 mA, UC E = 10 V 

f u 100 MH z 

lC = 7 mA, UeE = 10 V 

f = 50 MH z 

JE = 1 m A , U
C E 

= 10 V 

f = 1 MH z 

Je = 7 mA, V
eE 

= 10 V 

f = 3 5 MHz 

Je = 7 m A , UCE = 10 V 

f = 35 MHz 

20 
8F197 

10 

f =35MHz 

gIle 
(mS) 

0. 1 
0.1 

- gIle 
- - "'{tle 

~ ~ , 

5 

T ypBF 197 
Jednos tka 

min typ max 

5 6 7 8 

nA - - 100 

V 4 0 - -

V 2 5 - - I 

V 4 - -

40 - -
-

15 - -

V - - 0 , 9 

M H z 350 5 50 -

ps - - 10 

p F - 0, 32 0 , 35 

. 
m S - 4 -

m S - 170 -

p.S - 80 -

II 
tamb =25 oC 

J I 
J 

1/ J 
;) 

~ /~ " '\: 

~"lrh f 00 

f// 
1/// ~ elte VI ,," / 

~<}/'-)v. , (pF) 

. ' / ~'f~~ 
20 , .. -:;.. ' , , 

'" , -:'" "'''' 10 ~.,. 

l Ic(mA) 10 

16N- 87/3 ' 75 31/10-1- 21 

R ys . 1-1. Za l eżność częst otl i wośc i grani cznej od prędu 

kolek tora f T"" f(IC) 
Rys . 1_2 . Zal eżność admi t ancji wejsc lowej od prędu kolek_ 

tora g i 1 e ; C'i e =: f ( I C ) 
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200 

100 

I YzfE) 
(mS) 

10 

f 

BFf97 

f=35HHz 

~ 

0.1 

tamb=2S"C 
".... I--' 

<-,\'lA'! 
~~ 
// 
V 

l Je (mA) tO 

I BN B7/3375-~1I1Q HI 

R y s. 1-3. Zależność adinitancji przejśc iowej wprzó d 

prędu kolektora /Y21el=f(Ic) 

1 
8F197 tamb=2S0C / 

1---4 f = 3S H Hz t-t-i-t+----t--t+ ' -+--+I/-It--l-t-t-J 

--gZ2e 

o.t ---[llll , 

ISN- 8713375 WID I 41 

od 

R y s. 1-4. Zależ ność arlmitancj i wyjś iowej od prędu kolek-

tora g - ' C - f (I ) 
22e' 22e- C 

40 
UCER 
(V) 

30 

20 

10 

320 

Plot 
(mW) 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

o 

BFt97 

~ 
\ 

O 30 

[\ 
\ 

\\ 
\ 

1\ , 
~ 

\ 
1\ 

60 90 famb (OC) 150 

IBN-8m3" 31/1D I51 

R y s. 1-5. Zależność temperaturowa moc y s trat 

Pto t-= f(t amb ) 

Dr 197 ~ 

tamb=25°C 
..." 

Ic=2mA 
~ 

.LV( 

~ 
lłER 

l8 [ ) lEJ l 

0 10-1 

IBN 87/3375 31/1O-I-SI 

Rys. 1-6. Za l eżność nap ię c i a k o l ektor- emi ter o d s tosun ku 

impedancji bazy i emitera 

UCER = f(~:~ 
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32 

Ic 
(mA ) 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

o 
O 

Bf 197 tamb=25 oC 

l>-
I r..~~~~~~ 

V ~'l I 

V VI-' 3~J.l~ 
V V /' 

V 25 O /J._P-

I V ./ l/ n IA-v V "... -
./ 20.QE..;.. 

:/ /' .,. ~ 
1dOJlA-

~ /' 
...... 

fjV , ~ - f~O)A-VV 
VI/' l 
rJ L =50,IiA 

V 

4 8 12 UCE (v) 20 

ł BN-&113S75- 31110-1-71 

Rys. 1-1. Charakterystyka wyjściowa 
l _ parametr 
-B 

I =f{u · ) 
·C - CE 

320 
Br 197 

hm: 

240 

200 

150 
./ 

120 

80 

40 

D 
D,f 

/' 

. tamb =2Soc 

I-'" I--' t-.. 

Ucc=10V 

~ 

1 Ic (mA) 10 

ISN-87/3375-31110-I-si 

Rys. 1-8. Zależność statycznego współczynnika wzmocnie-

nia prędowego od prędu kolektora h = f (I ) . ZlE C 


